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(57)【要約】
【課題】液晶表示装置の製造工程における電極または電
極間の絶縁層の静電破壊に起因した表示不良欠陥の発生
率を低減するとともに、走査線の時定数を改善し得るア
クティブマトリックス型液晶表示装置に使用する微細配
線の配線構造を有する液晶表示装置及び液晶表示装置の
製造方法を提供することを目的とする。
【解決手段】アレイ基板の製造工程において、走査線の
うち走査線が補助容量束ね線と交差する部分の配線幅を
狭くして、走査線と補助容量束ね線が交差する部分の面
積を減少させ、配線容量を小さくして、走査線の時定数
を小さくするとともに、補助容量線のうち補助容量束ね
線と交差する部分の配線幅を広くして、隣接する走査線
と補助容量線が最も接近する部分の距離を短くして、製
造工程等で発生する静電荷を、該接近した部分で放電さ
せて、製造工程等における静電破壊による不良品の発生
を防止する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の絶縁基板上に形成された複数の走査線（１）及び複数の補助容量線（２）と、
前記走査線（１）及び前記補助容量線が形成された層とは異なる層に絶縁膜を介して配設
され、前記走査線（１）及び前記補助容量線（２）との双方に交差するように配列された
信号線と、
　前記複数の走査線（１）と前記複数の信号線とがお互いに交差して形成される各格子内
に配設された画素電極と、を備えた画素電極アレイ基板と、
　前記画素電極アレイ基板に対向する対向電極が第２の絶縁基板上に形成された対向基板
と、
　マトリックス状に配列された前記画素電極部の外側周辺において複数の前記補助容量線
を短絡しながら前記信号線と平行方向に配設されている線（以下「補助容量束ね線」とも
いう）と、
　前記画素電極アレイ基板と前記対向基板との間に光変調層と、を備えた表示装置におい
て、
　前記走査線（１）と、前記補助容量束ね線とが交差する部分については前記走査線（１
）の線幅を狭くして、前記走査線（１）と前記補助容量束ね線とが交差する部分によって
形成される配線容量を小さくし、
　前記補助容量線が前記補助容量束ね線（３）と交差する部分については前記補助容量線
の線幅を広くした矩形部分（以下「補助容量線矩形部」ともいう）を設けて、
　前記走査線（１）が前記補助容量束ね線（３）と交差する部分であって、線幅が狭い矩
形部分（以下「走査線矩形部」ともいう）と前記走査線の通常の線幅部分との境界の通常
の線幅部分側の角部（以下「走査線矩形角部」ともいう）と、前記補助容量線矩形部（５
）が形成する角部のうち前記走査線矩形角部（６）に最も近接する角部（７）と、を対向
させて、前記走査線矩形角部（６）と前記補助容量線矩形角部（７）の間の距離を短くす
ることにより、非接触で前記走査線矩形角部（６）と前記補助容量線矩形角部（７）との
間での放電が容易になるように構成されていることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示装置において、
　前記補助容量線矩形部は、交差する前記補助容量束ね線の両側において、前記補助容量
束ね線の線幅よりも、ともにはみ出すように形成するとともに、前記走査線矩形部も交差
する前記補助容量束ね線の両側において、前記補助容量束ね線の線幅よりも、ともにはみ
出すように形成して、前記補助容量線矩形部の前記補助容量線方向の長さと、
前記走査線矩形部の前記走査線方向の長さとは略同じとなるように構成されていることを
特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の表示装置において、前記走査線矩形角部（６）および前記補
助容量線矩形角部（７）の角の角度を略９１度とすることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかに記載の表示装置において、前記光変調層が液晶層を含むこ
とを特徴とする表示装置。
【請求項５】
　第１の絶縁基板上に形成された複数の走査線（１）及び複数の補助容量線（２）と、
前記走査線（１）及び前記補助容量線が形成された層とは異なる層に絶縁膜を介して配設
され、前記走査線（１）及び前記補助容量線との双方に交差するように配列された信号線
と、
　前記複数の走査線（１）と前記複数の信号線とがお互いに交差して形成される各格子内
に配設された画素電極と、を備えた画素電極アレイ基板と、
　前記画素電極アレイ基板に対向する対向電極が第２の絶縁基板上に形成された対向基板
と、
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　マトリックス状に配列された前記画素電極部の外側周辺において複数の前記補助容量線
を短絡しながら前記信号線と平行方向に配設されている補助容量束ね線と、
　前記画素電極アレイ基板と前記対向基板との間に光変調層と、を備えた表示装置におい
て、
　前記走査線（１）と、前記補助容量束ね線とが交差する部分については前記走査線（１
）の線幅を狭くして、前記走査線（１）と前記補助容量束ね線とが交差する部分よって形
成される配線容量を小さくし、
　前記補助容量線が前記補助容量束ね線（３）と交差する部分については前記補助容量線
の線幅を広くした補助容量線矩形部（５）を設けて、
　前記走査線（１）が前記補助容量束ね線（３）と交差する部分であって、線幅が狭い走
査線矩形部分と前記走査線の通常の線幅部分との境界の通常の線幅部分側の走査線矩形角
部と、前記補助容量線矩形部（５）が形成する角部のうち前記走査線矩形角部（６）に最
も近接する角部（７）と、を対向させて、前記走査線矩形角部（６）と前記補助容量線矩
形角部（７）の間の距離を短くすることにより、非接触で前記走査線矩形角部（６）と前
記補助容量線矩形角部（７）との間での放電が容易になるように構成することを特徴とす
る表示装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の表示装置の製造方法において、
　前記補助容量線矩形部は、交差する前記補助容量束ね線の両側において、前記補助容量
束ね線の線幅よりも、ともにはみ出すように形成するとともに、前記走査線矩形部も交差
する前記補助容量束ね線の両側において、前記補助容量束ね線の線幅よりもはみ出すよう
に形成して、前記補助容量線矩形部の前記補助容量線方向の長さと、
前記走査線矩形部の前記走査線方向の長さとは略同じとなるように構成することを特徴と
する表示装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項５または６に記載の表示装置の製造方法において、前記走査線矩形角部（６）お
よび前記補助容量線矩形角部（７）の角の角度を略９１度とすることを特徴とする表示装
置の製造方法。
【請求項８】
　請求項５乃至７のいずれかに記載の表示装置の製造方法において、前記光変調層は液晶
層であることを特徴とする表示装置の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクティブマトリックス型液晶表示装置における微細な配線構造及び配線に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置の主流はアクティブマトリックス型液晶表示装置である。このアク
ティブマトリックス型液晶表示装置において、表示画面の大型化・高画質化に伴い、表示
装置あたりの画素数が増加するとともに、画素電極の配列ピッチは年々微細なものとなり
つつある。
【０００３】
　このような状況下、ＴＦＴアレイ基板の製造コストを低減するためには、ＴＦＴアレイ
基板上の画素電極の配列ピッチが微細になっても、製造歩留まりを維持・向上させること
が必要である。製造歩留まりを阻害しているものの一つに、製造工程における静電破壊に
起因した製造不良がある。かかる製造工程での静電破壊を低減する手段として、ＴＦＴア
レイ基板上の全ての信号線、補助容量線等を短絡するショートリングをＴＦＴアレイ基板
の表示部以外の領域に設けて、製造工程の最後にショートリングを削除する手段がある。
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なお、ショートリングを削除することなく、電気抵抗値を大きくすることによって、通常
の使用の場合には、ショートリングの存在の影響を受けないようにするものもある。
【０００４】
　図３は、ショートリングを有するＴＦＴアレイ基板の概略平面図である。ショートリン
グ３１はＴＦＴアレイ基板３０の周辺に位置して、補助容量線２と、走査線１と、信号線
３２と、を短絡して静電破壊を防止している。
【０００５】
　しかし、係るショートリングによっても、ショートリングを形成する以前の製造工程に
おける静電破壊や、ショートリングを削除した後に発生する静電破壊を防止することはで
きない。この課題に対する解決手段として、文献１に示されているように、ＴＦＴアレイ
基板の周辺であって、静電破壊が生じても、ＴＦＴアレイ基板の機能障害を発生させない
位置に、補助容量線上と走査線上の夫々に突起を有するランドを設け、さらに、双方のラ
ンド上の突起を対向させて、その突起間において、放電が発生し易くすることによって、
他の機能障害を発生させてしまう場所において静電破壊が発生することを防止する手段が
ある。
【０００６】
　静電破壊が生じても、ＴＦＴアレイ基板の機能障害を発生させない場合と機能障害を発
生させてしまう場合について図に基づいて説明する。図４は表示装置の製造工程において
静電荷の放電によって絶縁層が損傷して生じたピンホール欠陥を示す概略断面図である。
図４において、４１はガラス基板であり、４５は絶縁層であり、４６は薄膜半導体層であ
り、４７は走査線に何らか理由によって静電荷が蓄積し、放電することによるピンホール
である。
このようなピンホール４７ができてしまった場合に、その後の製造工程において、このピ
ンホールができた場所の上には絶縁層が作成されるだけであれば、特に機能障害は生じな
い。一方、このピンホール４７の上に機能に関与する線、例えば信号線等が形成されると
、図５に示されるように信号線４４が走査線１と短絡してしまい、機能障害を生じさせる
こととなる。
【０００７】
　文献１においては、静電破壊が生じても機能障害を発生させない場所に、放電し易い突
起部分を作成することによって、機能障害につながる静電破壊の発生を防止している。
【０００８】
　しかしながら、このような突起を設けることなく、できる限り、通常の配線形態を維持
しつつ、放電が生じても機能障害を発生させないような位置において静電荷を放電させら
れれば好適である。
【０００９】
　また、近時の画面の大型化に伴い、走査線の数が増加傾向にある状況のなかで、画面の
表示品質を維持・向上させるためには、走査線に与える電気信号を高速化する必要がある
。かかる要請に応える為には、走査線の時定数を小さくすることも必要である。
【００１０】
【特許文献１】特開平８－２３４２２７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで、本発明は、製造工程における電極または電極間の絶縁層の静電破壊に起因した
表示不良欠陥の発生率を低減するとともに、走査線の時定数を改善し得る、アクティブマ
トリックス型液晶表示装置に使用する微細配線の配線構造及び配線方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、
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　請求項１に記載の発明は、表示装置であって、
　第１の絶縁基板上に形成された複数の走査線（１）及び複数の補助容量線（２）と、
前記走査線（１）及び前記補助容量線が形成された層とは異なる層に絶縁膜を介して配設
され、前記走査線（１）及び前記補助容量線（２）との双方に交差するように配列された
信号線と、
　前記複数の走査線（１）と前記複数の信号線とがお互いに交差して形成される各格子内
に配設された画素電極と、を備えた画素電極アレイ基板と、
　前記画素電極アレイ基板に対向する対向電極が第２の絶縁基板上に形成された対向基板
と、
　マトリックス状に配列された前記画素電極部の外側周辺において複数の前記補助容量線
を短絡しながら前記信号線と平行方向に配設されている線（以下「補助容量束ね線」とも
いう）と、
　前記画素電極アレイ基板と前記対向基板との間に光変調層と、を備えた表示装置におい
て、
　前記走査線（１）と、前記補助容量束ね線とが交差する部分については前記走査線（１
）の線幅を狭くして、前記走査線（１）と前記補助容量束ね線とが交差する部分よって形
成される配線容量を小さくし、
　前記補助容量線が前記補助容量束ね線（３）と交差する部分については前記補助容量線
の線幅を広くした矩形部分（以下「補助容量線矩形部」ともいう）を設けて、
　前記走査線（１）が前記補助容量束ね線（３）と交差する部分であって、線幅が狭い矩
形部分（以下「走査線矩形部」ともいう）と前記走査線の通常の線幅部分との境界の通常
の線幅部分側の角部（以下「走査線矩形角部」ともいう）と、前記補助容量線矩形部（５
）が形成する角部のうち前記走査線矩形角部（６）に最も近接する角部（７）と、を対向
させて、前記走査線矩形角部（６）と前記補助容量線矩形角部（７）の間の距離を短くす
ることにより、非接触で前記走査線矩形角部（６）と前記補助容量線矩形角部（７）との
間での放電が容易になるように構成されていることを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の表示装置に係り、
　前記補助容量線矩形部は、交差する前記補助容量束ね線の両側において、前記補助容量
束ね線の線幅よりも、ともにはみ出すように形成するとともに、前記走査線矩形部も交差
する前記補助容量束ね線の両側において、前記補助容量束ね線の線幅よりもはみ出すよう
に形成して、前記補助容量線矩形部の前記補助容量線方向の長さと、
前記走査線矩形部の前記走査線方向の長さとは略同じとなるように構成されていることを
特徴とする。
【００１４】
　また、請求項３に記載の発明は、請求項１または２に記載の表示装置に係り、
　前記走査線矩形角部（６）および前記補助容量線矩形角部（７）の角の角度を略９１度
とすることを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項４に記載の発明は、請求項１乃至３のいずれかに記載の表示装置に係り、
　前記光変調層が液晶層を含むことを特徴とする表示装置。
【００１６】
　また、請求項５に記載の発明は、表示装置の製造方法であって、
　第１の絶縁基板上に形成された複数の走査線（１）及び複数の補助容量線（２）と、
前記走査線（１）及び前記補助容量線が形成された層とは異なる層に絶縁膜を介して配設
され、前記走査線（１）及び前記補助容量線との双方に交差するように配列された信号線
と、
　前記複数の走査線（１）と前記複数の信号線とがお互いに交差して形成される各格子内
に配設された画素電極と、を備えた画素電極アレイ基板と、
　前記画素電極アレイ基板に対向する対向電極が第２の絶縁基板上に形成された対向基板
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と、
　マトリックス状に配列された前記画素電極部の外側周辺において複数の前記補助容量線
を短絡しながら前記信号線と平行方向に配設されている補助容量束ね線と、
　前記画素電極アレイ基板と前記対向基板との間に光変調層と、を備えた表示装置におい
て、
　前記走査線（１）と、前記補助容量束ね線とが交差する部分については前記走査線（１
）の線幅を狭くして、前記走査線（１）と前記補助容量束ね線とが交差する部分よって形
成される配線容量を小さくし、
　前記補助容量線が前記補助容量束ね線（３）と交差する部分については前記補助容量線
の線幅を広くした補助容量線矩形部を設けて、
　前記走査線（１）が前記補助容量束ね線（３）と交差する部分であって、線幅が狭い走
査線矩形部分と前記走査線の通常の線幅部分との境界の通常の線幅部分側の走査線矩形角
部と、前記補助容量線矩形部（５）が形成する角部のうち前記走査線矩形角部（６）に最
も近接する角部（７）と、を対向させて、前記走査線矩形角部（６）と前記補助容量線矩
形角部（７）の間の距離を短くすることにより、非接触で前記走査線矩形角部（６）と前
記補助容量線矩形角部（７）との間での放電が容易になるように構成することを特徴とす
る。
【００１７】
　また、請求項６に記載の発明は、請求項５に記載の表示装置の製造方法に係り、
　前記補助容量線矩形部は、交差する前記補助容量束ね線の両側において、前記補助容量
束ね線の線幅よりも、ともにはみ出すように形成するとともに、前記走査線矩形部も交差
する前記補助容量束ね線の両側において、前記補助容量束ね線の線幅よりもはみ出すよう
に形成して、前記補助容量線矩形部の前記補助容量線方向の長さと、
前記走査線矩形部の前記走査線方向の長さとは略同じとなるように構成することを特徴と
する。
【００１８】
　また、請求項７に記載の発明は、請求項５または６に記載の表示装置の製造方法に係り
、
　前記走査線矩形角部（６）および前記補助容量線矩形角部（７）の角の角度を略９１度
とすることを特徴とする。
【００１９】
　また、請求項８に記載の発明は、請求項５乃至７のいずれかに記載の表示装置の製造方
法に係り、
　前記光変調層は液晶層であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、表示装置の製造工程において、静電破壊が生じても機能障害が発生し
にくい場所に、特別な突起等を設けることなく、静電気放電を生じさせ易い部分を作成す
ることができ、製造工程における不良品の発生率を低減できる。また、走査線と補助容量
束ね線とが交差する部分の、走査線の幅を狭くすることにより、走査線と補助容量束ね線
とが交差する部分によって形成される静電容量を小さくすることができ、その結果、走査
線の時定数が小さくなり、走査線に、より高速の電気信号を与えることができる。そして
、表示画面の大型化や表示品質の向上を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図を参照しつつ、発明を実施するための最良の形態につき説明する。
　図１は、本発明の実施の形態を説明するための表示装置のＴＦＴアレイ基板の一部を示
す概略説明図である。図２は図１に係る部分がＴＦＴアレイ基板のどこに位置するかを示
す、ＴＦＴアレイ基板の部分説明図である。図１において、１は走査線であり、２は補助
容量線であり、３は補助容量束ね線であり、４は走査線矩形部であり、５は補助容量線矩
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形部であり、６は走査線矩形角部であり、７は補助容量線矩形角部であり、８はスルーホ
ールであり、Ａは補助容量線矩形部５の右側端が補助容量束ね線３の線幅よりはみ出して
いる長さであり、Ｂは補助容量線矩形部５の左側端が補助容量束ね線３の線幅よりはみ出
している長さである。なお、スルーホール８は補助容量束ね線３と補助容量線３を電気的
に短絡するためのものである。
【００２２】
　また、図２において、３０はガラス基板であり、２１は図１に示されている部分がＴＦ
Ｔアレイ基板のどこに位置しているかをを示すものであり、２２はＴＦＴアレイ基板のう
ち表示機能に関係する素子が設置されている領域を示すものである。
【００２３】
　走査線１が補助容量束ね線３と交差する部分においては、走査線１の配線幅を狭くして
、
図１の走査線矩形部４に示されるように走査線の形状を設計し作製する。このように該交
差する走査線１の配線幅を狭くすることにより、補助容量束ね線３と交差する部分におい
て対向する走査線の面積が小さくなり、この交差部分における配線容量が小さくなる。
その結果、走査線の時定数も小さくなり、走査線に、より高速の電気信号を与えることが
可能となる。
【００２４】
　補助容量線２のうち補助容量束ね線３と交差する配線部分については、補助容量線２の
線幅を広くして図１の補助容量線矩形部５に示されるように補助容量線を設計し作製する
。補助容量線２の線幅を広くして補助容量線矩形部５を形成することにより、補助容量線
矩形角部７を隣接する走査線矩形角部６に、通常の配線形状の場合よりも接近させること
ができる。そして、走査線矩形部４及び補助容量線矩形部５の形状・寸法を調整して、補
助容量線矩形角部７と隣接する走査線矩形角部６との間の距離を適当な値にすることによ
り、製造工程において発生する静電荷を補助容量線矩形角部７と隣接する走査線矩形角部
６の間で放電させることができる。図に基づいて説明する。図６は走査線矩形角部と補助
容量線矩形角部とが対向している様子を説明するための説明断面図である。図６において
、Ｃは補助容量線矩形角部７と隣接する走査線矩形角部６との間の距離である。このＣの
値が製造工程において発生した静電荷により補助容量線矩形角部７と隣接する走査線矩形
角部６との間に発生する数千ボルトの大きな電位差が生じた場合には放電するが、通常の
表示装置の動作時に生じるような数十ボルト程度の電位差では放電しないような値となる
ように、走査線１と補助容量線２の間隔及び、走査線矩形部４及び補助容量線矩形部５の
形状・寸法を調整する。
【００２５】
　また、走査線矩形部４の走査線方向の辺の長さは、補助容量束ね線３の配線幅よりも長
くして、走査線矩形部４の走査線方向の辺が補助容量束ね線３の配線の両側においてはみ
出るようにすると、さらに好適である。この場合には、補助容量線矩形角部７と隣接する
走査線矩形角部６の上部には、補助容量束ね線３は存在しないこととなり、補助容量線矩
形角部７と隣接する走査線矩形角部６との間で静電荷が放電して、その結果ピンホールが
形成された場合であっても、その後の製造で補助容量束ね線が形成されても、短絡不良が
発生しにくいからである。
【００２６】
　同様な場合について、図に基づいて説明する。図４は静電荷の放電によって絶縁膜が損
傷してピンホール欠陥が生じた様子を示す断面図である。ここで、例えば、ピンホール４
７の下が走査線１であるとすると、その後の製造工程で信号線が形成されるとピンホール
４７が金属等で埋められてしまう。その結果、走査線１と信号線とが短絡して、機能障害
を生じてしまう。なお、図４において、４５は絶縁体層であり、４１はガラス基板であり
、４６は薄膜半導体層である。
【００２７】
　図５は図４に示されるピンホール欠陥が、その後の工程で短絡不良となった状態を示す
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断面図である。図５において、４４は、信号線であり、ピンホール４７に埋められた金属
によって、走査線１が信号線４４と短絡してしまい機能障害を引き起こす。
【００２８】
　この図４と図５の場合と同様に、補助容量線矩形角部７と隣接する走査線矩形角部６の
間で静電荷が放電して、ピンホールが形成されても、その上部に配線が形成されなければ
、短絡等による、機能障害は生じない。
【００２９】
　また、本発明に係るＴＦＴアレイ基板は、アクティブマトリックス型液晶表示装置の基
板であり、画素電極アレイ基板と前記対向基板との間の光変調層とは、一般的には液晶で
ある。ただし、本発明は液晶以外の光変調層を有する表示装置に係る画素電極アレイ基板
にも適用できる。
【００３０】
　また、本発明に係るアレイ基板の製造方法は公知のフォトリソ工程によるものであり、
特に特徴はないので説明は省略する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施の形態を説明するための表示装置のＴＦＴアレイ基板の一部を示す
概略説明用平面図である
【図２】図１に係る部分がＴＦＴアレイ基板のどこに位置するかを示す、ＴＦＴアレイ基
板の部分説明用平面図である。
【図３】ショートリングを有するＴＦＴアレイ基板の概略平面図である。
【図４】表示装置の製造工程において静電荷の放電によって絶縁層が損傷して生じたピン
ホール欠陥を示す概略断面図である。
【図５】図４に示されるピンホール欠陥が、その後の工程で短絡不良となった状態を示す
断面図である。
【図６】走査線矩形角部と補助容量線矩形角部とが対向している様子を説明するための説
明断面図である。
【符号の説明】
【００３２】
　　　　１　　　走査線
　　　　２　　　補助容量線
　　　　３　　　補助容量束ね線
　　　　４　　　走査線矩形部
　　　　５　　　補助容量線矩形部
　　　　６　　　走査線矩形角部
　　　　７　　　補助容量線矩形角部
　　　　８　　　スルーホール
　　　４１　　　ガラス基板
　　　４４　　　信号線
　　　４５　　　絶縁体層
　　　４６　　　薄膜半導体層
　　　４７　　　ピンホール
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